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(54) Bezeichnung: Halbleitervorrichtung zum Erfassen einer Flussrate von Fluid

(57) Hauptanspruch: Halbleitervorrichtung, die aufweist:
ein Halbleitersubstrat (110);

einen Flusssensor (120), der eine erste Erwarmungsein-
richtung (121, 122) aufweist, zum Erfassen einer Flussrate
von Fluid;

einen Feuchtigkeitssensor (130) zum Erfassen einer
Feuchtigkeit des Fluids;

einen Schaltungsteil (140);

ein Harzverkapselungselement (190); und

einen Polymerfilm (200) zum Erhdhen einer Haftfestigkeit
zwischen dem Halbleitersubstrat (110) und dem Harzver-
kapselungselement (190), wobei

der Schaltungsteil (140), der Flusssensor (120) und der
Feuchtigkeitssensor (130) auf dem Halbleitersubstrat (110)
angeordnet sind,

der Flusssensor (120) um den Feuchtigkeitssensor (130)
angeordnet ist,

der Feuchtigkeitssensor (130) entlang einer Flussrichtung
des Fluids an den Flusssensor (120) angrenzt,

der Feuchtigkeitssensor (130) auf einer stromaufwartigen
Seite der ersten Erwadrmungseinrichtung (121, 122) ange-
ordnet ist,

der Feuchtigkeitssensor (130) an den Schaltungsteil (140)
angrenzend angeordnet ist,

der Feuchtigkeitssensor (130) einen feuchtigkeitsempfind-
lichen Film (133) beinhaltet,

der Schaltungsteil (140) mit dem Harzverkapselungsele-
ment (190) verkapselt ist,

der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) und der Polymer-
film (200) aus einem gleichen Material bestehen, und

der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) und der Polymer-
film (200) integral ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halb-
leitervorrichtung zum Erfassen einer Flussrate bzw.
Durchflussmenge bzw. Durchflussgeschwindigkeit
von Fluid.

[0002] Eine Halbleitervorrichtung zum Erfassen ei-
ner Flussrate von Fluid ist in zum Beispiel der
JP 3 468 731 B2 offenbart, die der US 6 490 915 B2
entspricht.

[0003] In einer Halbleitervorrichtung dieses Typs
sind ein Erwarmungselement bzw. Erwarmungswi-
derstandselement und ein Temperaturerfassungs-
element bzw. Temperaturerfassungs-Widerstands-
element zum Erfassen einer Temperatur eines Ab-
schnitts um das Erwdrmungselement auf einem Halb-
leitersubstrat ausgebildet und ist eine Flusserfas-
sungsvorrichtung zum Erfassen einer Flussrate eines
Fluids aufgebaut.

[0004] Fluid, zum Beispiel Luft, enthalt Feuchtigkeit.
Wenn die Flussrate des Fluids von der Halbleitervor-
richtung erfasst wird, tritt ein Fehler lediglich durch
die H6he des Feuchtigkeitsgehalts auf. Ein derartiger
Fehler ist in Verwendungen nicht bevorzugt, die eine
hochgenaue Flussrate bzw. eine hochgenaue Luft-
menge erfordern, wie zum Beispiel bei einem Kraft-
stoffeinspritzsteuern einer Brennkraftmaschine eines
Fahrzeugs.

[0005] Die JP 10-197305 A offenbart einen thermi-
schen Luftdurchflussmesser und ein Messelement
dafir, mit einem Messelement, einem Heizwider-
stand, und einem Feuchtigkeitssensor zwischen dem
Heizwiderstand und einer Anschlusselektrode, wel-
che auf einem Halbleitersubstrat angeordnet sind.
Ein Schaltungsteil mit einer Ansteuererfassungs-
schaltung, einer Steuerschaltung und einem Spei-
cher ist mit dem Feuchtigkeitssensor verbunden
und Korrigiert die Luftdurchflussmenge anhand von
Feuchtigkeits- und Korrekturdaten, die von der Steu-
erschaltung mittels der Verwendung des Feuchtig-
keitssensors erfasst wurden. Der Feuchtigkeitssen-
sor ist in Bezug auf den Luftstrom auf gleicher Ho6-
he gelagert neben dem Heizwiderstand angeordnet
bzw. nebengelagert.

[0006] Die JP 10-002772 A betrifft ebenfalls ei-
ne Luftdurchflussmessvorrichtung mit einem Heiz-
element in einem Messabschnitt, einem Feuchtig-
keitserfassungsabschnitt mit einem Feuchtigkeitser-
fassungselement, und einem Verarbeitungsabschnitt
zur Korrektur eines Luftmengenfehlers in Uberein-
stimmung mit einer Beziehung zwischen der Feuch-
tigkeit und dem Luftmengenfehler. Auch bei die-
ser bekannten Anordnung ist das Feuchtigkeitserfas-
sungselement in Bezug auf den Luftstrom auf glei-
cher H6he neben dem Heizelement angeordnet.
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[0007] Die DE 10 2004 038 988 B3 offenbart einen
Flusssensor mit einem Temperatursensor, wahrend
die DE 10 2005 025 667 A1 einen Flusssensor mit
einem Erfassungselement offenbart.

[0008] Im Hinblick auf das zuvor beschriebene Pro-
blem ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Halbleitervorrichtung zum Erfassen einer Fluss-
rate von Fluid zu schaffen.

[0009] Die Loésung der Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale der Anspriiche 1 oder 12.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der vor-
liegenden Erfindung sind Gegenstand der abhangi-
gen Anspriche.

[0011] Gemal einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist eine Halbleitervorrichtung ein
Halbleitersubstrat, einen Flusssensor, der eine ers-
te Erwadrmungseinrichtung aufweist, zum Erfassen ei-
ner Flussrate von Fluid, und einen Feuchtigkeitssen-
sor zum Erfassen einer Feuchtigkeit des Fluids auf.
Der Flusssensor und der Feuchtigkeitssensor sind
auf dem Halbleitersubstrat angeordnet. Der Fluss-
sensor ist um den Feuchtigkeitssensor angeordnet.
Der Feuchtigkeitssensor ist auf einer vorgelagerten
bzw. stromaufwértigen Seite der ersten Erwdrmungs-
einrichtung angeordnet.

[0012] Da die vorhergehende Halbleitervorrichtung
den Feuchtigkeitssensor aufweist, wird Feuchtigkeit
in dem Fluid derart kompensiert, dass eine Erfas-
sungsgenauigkeit der Flussrate verbessert wird. Wei-
terhin ist der Feuchtigkeitssensor in der Nahe des
Flusssensors angeordnet, wobei die Feuchtigkeit in
der N&he des Flusssensors von dem Feuchtigkeits-
sensor derart erfasst wird, dass die Erfassungsge-
nauigkeit der Flussrate stark verbessert wird. Wei-
terhin werden, da der Feuchtigkeitssensor und der
Flusssensor auf dem gleichen Substrat angeordnet
sind, die Abmessungen der Vorrichtung minimiert.
Weiterhin wird der Feuchtigkeitssensor nicht wesent-
lich von Wéarme beeintrachtigt, die von einer Erwar-
mungseinrichtung in dem Flusssensor oder Feuchtig-
keitssensor erzeugt wird. Daher wird die Erfassungs-
genauigkeit der Flussrate verbessert.

[0013] Gemal einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist eine Halbleitervorrichtung ein
Halbleitersubstrat, einen Flusssensor zum Erfassen
einer Flussrate von Fluid, einen Feuchtigkeitssen-
sor zum Erfassen einer Feuchtigkeit des Fluids, ei-
ne Harzform zum Verkapseln eines Teils des Halb-
leitersubstrats und einen Leiteranschluss auf, von
dem ein Teil in der Harzform verkapselt ist. Der
Flusssensor und der Feuchtigkeitssensor sind der-
art auf einem anderen Teil des Halbleitersubstrats
angeordnet, dass der Flusssensor und der Feuch-
tigkeitssensor nicht mit der Harzform bedeckt sind.
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Der Feuchtigkeitssensor ist auf einer vorgelagerten
Seite der ersten Erwdrmungseinrichtung angeordnet.
Das Halbleitersubstrat weist eine Konkavitat und eine
Kontaktierungsanschlussflache auf.

[0014] Die Konkavitat ist dem Feuchtigkeitssensor
und dem Flusssensor gegenuberliegend angeordnet.
Die Kontaktierungsanschlussflache ist auf dem Sub-
strat angeordnet. Der Feuchtigkeitssensor und der
Flusssensor sind derart mit der Kontaktierungsan-
schlussflache gekoppelt, dass der Feuchtigkeitssen-
sor und der Flusssensor Erfassungssignale Uber die
Kontaktierungsanschlussflache ausgeben. Die Kon-
taktierungsanschlussflache ist mit einem Draht mit
dem Leiteranschluss gekoppelt. Die Harzform ver-
kapselt einen Verbindungsabschnitt zwischen der
Kontaktierungsanschlussflache und dem Draht.

[0015] Da die vorhergehende Halbleitervorrichtung
den Feuchtigkeitssensor aufweist, wird Feuchtigkeit
in dem Fluid derart kompensiert, dass eine Erfas-
sungsgenauigkeit der Flussrate verbessert ist. Wei-
terhin ist der Feuchtigkeitssensor in der Nahe des
Flusssensors angeordnet, wobei die Feuchtigkeit in
der Nahe des Flusssensors von dem Feuchtigkeits-
sensor derart erfasst wird, dass die Erfassungsge-
nauigkeit der Flussrate stark verbessert wird. Wei-
terhin werden, da der Feuchtigkeitssensor und der
Flusssensor auf dem gleichen Substrat angeordnet
sind, die Abmessungen der Vorrichtung minimiert.
Weiterhin wird der Feuchtigkeitssensor nicht wesent-
lich von Warme beeintrachtigt, die von einer Erwar-
mungseinrichtung in dem Flusssensor oder Feuchtig-
keitssensor erzeugt wird. Daher wir die Erfassungs-
genauigkeit der Flussrate verbessert.

[0016] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend
anhand von Ausfiihrungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die beiliegende Zeichnung naher erlautert.

[0017] Es zeigt:

[0018] Fig. 1 eine Draufsicht eines schematischen
Aufbaus einer Halbleitervorrichtung gemal einem
ersten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 2 einen entlang einer Linie II-Il von Fig. 1
genommenen schematischen Querschnitt;

[0020] Fig. 3 eine vergrofRerte Ansicht eines Ab-
schnitts um einen Flusssensor;

[0021] Fig. 4 eine vergroRerte Ansicht eines Ab-
schnitts um einen Feuchtigkeitssensor;

[0022] Fig. 5 eine schematische Draufsicht der Po-
sitionsbeziehung zwischen einem feuchtigkeitsemp-
findlichen Film und einem hochpolymeren Film Gber
einem Halbleitersubstrat;
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[0023] Fig. 6 einen Querschnitt einer ersten Ausge-
staltung;

[0024] Fig. 7 eine Draufsicht einer zweiten Ausge-
staltung;

[0025] Fig. 8 eine schematische Draufsicht der Po-
sitionsbeziehung zwischen einem feuchtigkeitsemp-
findlichen Film und einem hochpolymeren Film Gber
einem Halbleitersubstrat in einer Halbleitervorrich-
tung geman einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 9 einen schematischen Querschnitt einer
Halbleitervorrichtung;

[0027] Fig. 10 eine Draufsicht eines schematischen
Aufbaus einer Halbleitervorrichtung gemal einem
dritten Ausflhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0028] Fig. 11 eine Draufsicht eines schematischen
Aufbaus einer Halbleitervorrichtung gemal einem
vierten Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0029] Fig. 12 einen schematischen Querschnitt ei-
nes Unterdrickens einer Warmeleitung von einem
Flusssensor Uber ein Halbleitersubstrat zu einem
Feuchtigkeitssensor;

[0030] Fig. 13 einen Querschnitt eines schemati-
schen Aufbaus einer Halbleitervorrichtung gemaR ei-
nem flinften Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0031] Fig. 14 eine schematische Draufsicht von
Verdrahtungsbreiten eines Erwarmungselements
und einer Entfeuchtungs-Erwarmungseinrichtung in
einem Verdrahtungsteil;

[0032] Fig. 15 einen Querschnitt einer ersten Aus-
gestaltung des fiinften Ausflihrungsbeispiels der vor-
liegenden Erfindung; und

[0033] Fig. 16 einen Querschnitt einer zweiten Aus-
gestaltung des fiinften Ausflihrungsbeispiels der vor-
liegenden Erfindung.

Erstes Ausfiihrungsbeispiel

[0034] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht eines schema-
tischen Aufbaus einer Halbleitervorrichtung gemaf
dem ersten Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. Fig. 2 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt, der entlang einer Linie II-1l von Fig. 1 genom-
men ist. Fig. 3 zeigt eine vergrolerte Draufsicht ei-
nes Abschnitts um einen Flusssensor. Fig. 4 zeigt ei-
ne vergrofierte Draufsicht eines Abschnitts um einen
Feuchtigkeitssensor. Fig. 5 zeigt eine schematische
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Draufsicht der Positionsbeziehung zwischen einem
feuchtigkeitsempfindlichen Film und einem hochpoly-
meren Film Uber einem Halbleitersubstrat. In Fig. 2
sind zur Einfachheit ein Flusssensor und ein Schal-
tungsteil nicht gezeigt. In den Fig. 3 und Fig. 4 sind
zur Einfachheit Isolationsfilme, wie zum Beispiel ein
Schutzfilm, nicht gezeigt. In den folgenden Darstel-
lungen driickt ein ausgesparter bzw. hohler Pfeil die
Flussrichtung eines Fluids zu normalen Zeiten aus.

[0035] Wie es in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist,
sind auf einem Halbleitersubstrat 110 ein Flusssensor
120 zum Erfassen einer Flussrate von Fluid und ein
Feuchtigkeitssensor 130 zum Erfassen einer Feuch-
tigkeit des Fluids als Hauptkomponenten einer Halb-
leitervorrichtung 100 ausgebildet. Dass heif’t, der
Flusssensor 120 und der Feuchtigkeitssensor 130
sind auf einem einzigen Chip integriert.

[0036] Der Flusssensor 120 ist als ein sogenannter
thermischer Flusssensor aufgebaut. Genauer gesagt
ist, wie es in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, ein
Hohlraum 111 als ein Bereich einer niedrigen Warme-
leitfahigkeit in einem Teil eines Flusssensor-Ausbil-
dungsbereichs in dem Siliziumsubstrat als das Halb-
leitersubstrat 110 ausgebildet. Ein dinner Abschnitt
112 bzw. eine Membran eines Isolationsfilms ist Gber
dem Hohlraum 111 zum Fluss ausgebildet. Genau-
er gesagt wird das Halbleitersubstrat 110 einem an-
isotropen Atzen von der Riickseite des Flusssensor-
Ausbildungsbereichs unterzogen, um dadurch den
dinnen Abschnitt 112 zu erzielen. In Fig. 3 ist ein klei-
nerer von zwei rechteckigen Bereichen, der von ge-
strichelten Linien umgeben ist, der diinne Abschnitt
112 und zeigt der gréRere Bereich eine offene FIa-
che 113 des Hohlraums 111 zum Fluss an. Der din-
ne Abschnitt 112 ist viel diinner als der andere Teil
des Halbleitersubstrats 110 ausgebildet, so dass ei-
ne Warmekapazitat unterdriickt wird und eine ther-
mische Isolation von dem anderen Teil sichergestellt
wird.

[0037] Wie esin Fig. 3 gezeigtist, sind Erwarmungs-
elemente 121 und 122 auf dem diinnen Abschnitt 112
ausgebildet. Das Erwarmungselement 121 ist ein vor-
gelagertes bzw. stromaufwartsseitiges Erwarmungs-
element, das auf der vorgelagerten Seite in der Fluss-
richtung des Fluids angeordnet ist. Das Erwarmungs-
element 122 ist ein nachgelagertes bzw. stromab-
wartsseitiges Erwarmungselement, das auf der nach-
gelagterten Seite in der Flussrichtung des Fluids an-
geordnet ist. Ein Paar von Temperaturerfassungsele-
menten 123 und 124 als Temperaturerfassungswi-
derstande ist ausgebildet, um das Paar von Erwar-
mungselementen 121 und 122 in dem Umfangsbe-
reich des diinnen Abschnitts 112 und auf der vorgela-
gerten Seite und der nachgelagerten Seite des Fluids
beidseitig zu umfassen. Jedes der Erwarmungsele-
mente 121 und 122 und der Temperaturerfassungs-
elemente 123 und 124 ist als ein Teil eines Ver-
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drahtungsteils 125 ausgebildet. Das Verdrahtungsteil
125 wirkt ebenso als eine Verdrahtung, die mit ei-
nem Schaltungsteil 140 verbunden ist, welche spa-
ter beschrieben wird. Als das Material fur das Ver-
drahtungsteil 125 kann zum Beispiel ein bekanntes
Verdrahtungsmaterial, wie zum Beispiel Polysilizium,
das geeignet mit Stdrstellen dotiert ist, oder ein Me-
tall, wie zum Beispiel Pt, verwendet werden.

[0038] Der Flusssensor 120, der wie zuvor beschrie-
ben aufgebaut ist, weist die Funktion eines Erzeu-
gens von Warme gemal einer Stromzufuhrmenge
durch die Erwarmungselemente 121 und 122 des
Ausflihrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung auf
und weist weiterhin die Funktion eines Erfassens der
Temperatur von sich selbst auf der Grundlage einer
Anderung seines eigenen Widerstandswerts auf. Auf
der Grundlage von Warme, die von dem Fluid aus
der Warme genommen wird, die von den Elemen-
ten 121 und 122 auf der vorgelagerten Seite und der
nachgelagerten Seite erzeugt wird, kann die Fluss-
rate des Fluids erfasst werden. Auf der Grundlage
der Anderung der Warmemenge, die von dem Flu-
id aus der Warme genommen wird, die von dem Er-
warmungselement 121 auf der vorgelagerten Seite
und dem Erwarmungselement 122 auf der nachgela-
gerten Seite genommen wird, kann die Verteilungs-
richtung des Fluids erfasst werden. Weiterhin wer-
den auf der Grundlage der Temperaturdifferenz zwi-
schen dem Erwarmungselement 121 auf der vorgela-
gerten Seite und dem Temperaturerfassungselement
123 auf der nachgelagerten Seite und der Tempera-
turdifferenz zwischen dem Erwarmungselement 122
auf der nachgelagerten Seite und dem Temperatur-
erfassungselement 124 auf der vorgelagerten Seite
die Strommengen gesteuert, die den Erwarmungs-
elementen 121 und 122 zugeflihrt werden. Bezig-
lich der Details des Flusssensors 120 wird zum Bei-
spiel auf die JP-A-2004-205498 verwiesen, die der
US-6-983 653 entspricht.

[0039] Der Feuchtigkeitssensor 130 ist als ein soge-
nannter kapazitiver Feuchtigkeitssensor aufgebaut.
Genauer gesagt ist auf der gleichen Flache wie
die Flusssensor-Ausbildungsflache des Siliziumsub-
strats als das Halbleitersubstrat 110 ein Paar von Er-
fassungselektroden 131 und 132 derart ausgebildet,
dass sie einander gegenuberliegen, wahrend sie von-
einander Uber einen Isolationsfilm (nicht gezeigt), wie
zum Beispiel einen Siliziumoxidfilm oder einen Silizi-
umnitridfilm, getrennt sind. Genauer gesagt weisen
die Erfassungselektroden 131 und 132 eine Kamm-
form auf. Angrenzend an die Erfassungselektroden
131 und 132 ist ein Paar von Referenzelektroden
134 und 135 derart ausgebildet, dass sie einander
gegeniberliegen, wahrend sie voneinander auf der
gleichen Flache wie der Erfassungselektroden-Aus-
bildungsflache getrennt sind. In dem Ausfiihrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung sind die Refe-
renzelektroden 134 und 135 in dem gleichen Muster
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ausgebildet und bestehen aus dem gleichen Materi-
al wie das der Erfassungselektroden 131 und 132.
Genauer gesagt sind die Erfassungselektroden 131
und 132 und die Referenzelektroden 134 und 135 in
der Kammform ausgebildet. Als das Material der Er-
fassungselektroden 131 und 132 und der Referenz-
elektroden 134 und 135 kann ein bekanntes Verdrah-
tungsmaterial, wie zum Beispiel Polysilizium, das ge-
eignet mit Storstellen dotiert ist, oder ein Metall, wie
zum Beispiel Pt, Al, Cu oder Au, verwendet werden.

[0040] Ein Schutzfilm (nicht gezeigt), wie zum Bei-
spiel ein Siliziumnitridfilm, ist Gber dem Halbleiter-
substrat 110 derart ausgebildet, dass er die Erfas-
sungselektroden 131 und 132 und die Referenzelek-
troden 134 und 135 bedeckt. Auf dem Schutzfilm
ist ein feuchtigkeitsempfindlicher Film 133, der aus
einem feuchtigkeitsempfindlichen Material, wie zum
Beispiel Polyimid, besteht, derart ausgebildet, dass
er die Erfassungselektroden 131 und 132 und Spal-
te zwischen den Erfassungselektroden 131 und 132
bedeckt. Wenn die Erfassungselektroden 131 und
132 und die Referenzelektroden 134 und 135 einen
Korrosionswiderstand gegeniber Feuchtigkeit auf-
weisen, ist es nicht erforderlich, den Schutzfilm aus-
zubilden.

[0041] In dem wie zuvor beschrieben aufgebau-
ten Feuchtigkeitssensor 130 andert sich, wenn eine
Feuchtigkeit den feuchtigkeitsempfindlichen Film 133
durchdringt, da die relative Dielektrizitdt skonstante
von Feuchtigkeit hoch ist, die relative Dielektrizitats-
konstante des feuchtigkeitsempfindlichen Films 133
gemal der Menge der durchdringenden Feuchtigkeit.
Als Ergebnis andert sich die elektrostatische Kapa-
zitat eines Kondensators, der durch die Erfassungs-
elektroden 131 und 132 aufgebaut ist, unter der Ver-
wendung des feuchtigkeitsempfindlichen Films 133
als ein Teil des Dielektrikums. Andererseits ist der
feuchtigkeitsempfindliche Film 133 nicht auf der Sei-
te der Referenzelektroden 134 und 135 vorgesehen.
Folglich andert sich die elektrostatische Kapazitat ei-
nes Kondensators, der durch die Referenzelektroden
134 und 135 aufgebaut ist, nicht oder andert sich
geringfiigig. Da die Menge einer Feuchtigkeit, die in
dem feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 enthalten
ist, der Feuchtigkeit um den Feuchtigkeitssensor 130
entspricht, kann eine Feuchtigkeit aus der Differenz
zwischen der elektrostatischen Kapazitat zwischen
den Erfassungselektroden 131 und 132 und der elek-
trostatischen Kapazitat zwischen den Referenzelek-
troden 134 und 135 erfasst werden.

[0042] Uber dem Halbleitersubstrat 110 ist neben
dem Flusssensor 120 und dem Feuchtigkeitssensor
130 weiterhin das Schaltungsteil 140 ausgebildet.
Das Schaltungsteil 140 ist durch Vorrichtungen, wie
zum Beispiel einen MOS-Transistor und eine Diode,
und Drahte aufgebaut, und ist elektrisch mit dem
Flusssensor 120 und dem Feuchtigkeitssensor 130
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verbunden. Das Schaltungsteil 140 beinhaltet eine
Signalverarbeitungsschaltung zum Verarbeiten von
Signalen, die aus dem Flusssensor 120 und dem
Feuchtigkeitssensor 130 ausgegeben werden, und
Schaltungen zum Erzeugen von Signalen, die an
dem Flusssensor 120 und dem Feuchtigkeitssensor
130 zu der Zeit eines Erfassens angelegt werden. In
Fig. 1 ist zur Einfachheit das Schaltungsteil 140 (die
gestrichelte Linie in Fig. 1) in einem Bereich gezeigt,
der den Ausbildungsbereich des Flusssensors 120
und des Feuchtigkeitssensors 130 tiber dem Halblei-
tersubstrat 110 ausschlief3t. Der Ausbildungsbereich
des Schaltungsteils 140 kann ausgenommen fir den
Hohlraum 111 zum Fluss ausgebildet sein.

[0043] Kontaktierungsanschlussflachen 150 als
Elektroden sind an einem Ende des Schaltungs-
teils 140 ausgebildet, das auf dem Halbleitersubstrat
110 aufgebaut ist. Die Kontaktierungsanschlussfla-
che 150 ist Uber einen Draht 170 mit einem Lei-
ter 160 als ein externer Ausgangsanschluss verbun-
den. Deshalb kann das Schaltungsteil 140 elektrisch
Signale Uber den Leiter 160 nach/von aufierhalb
(zum Beispiel einer externen ECU) senden/empfan-
gen. Das Halbleitersubstrat 110 ist durch zum Bei-
spiel einen Klebstoff unter Verwendung der Ricksei-
te des Ausbildungsbereichs, auf welchem der Fluss-
sensor 120 und der Feuchtigkeitssensor 130 ausge-
bildet sind, als eine Montageflache an einem Halte-
element 180 befestigt. In dem Ausfiihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung 1st das Halteelement 180
als ein Teil eines Leiterrahmens zusammen mit dem
Leiter 160 aufgebaut. In einem Abschnitt, der dem
Hohlraum 111 zum Fluss entspricht, in dem Halteele-
ment 180 ist ein Durchgangsloch als ein Kommuni-
kationsteil 181, das imstande ist, das Fluid zwischen
dem Hohlraum 111 zum Fluss und dem AuReren
kommunizieren zu lassen, ausgebildet. Ein Teil des
Halbleitersubstrats 110, das die Kontaktierungsan-
schlussflachen 150 beinhaltet und den Ausbildungs-
bereich des Flusssensors 120 und des Feuchtigkeits-
sensors 130 ausschlief3, ein Teil des Halteelements
180, das einem Teil des Halbleitersubstrats 110 ent-
spricht, und ein Teil des Drahts 170 und des Leiters
160 sind integral mit einem Verkapselungsharz 190,
wie zum Beispiel einem Epoxidharz, bedeckt bzw.
verkapselt. In dem zuvor beschriebenen Leiterrah-
men ist ein nicht erforderlicher Teil in einem Zustand
gehalten, in dem das Verkapselungsharz 190 ausge-
hartet wird, so dass der Leiter 160 und das Halteele-
ment 180 voneinander getrennt sind, wie es in den
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist.

[0044] Wie es zuvor beschrieben worden ist, weist
die Halbleitervorrichtung 100 des ersten Ausfih-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung nicht nur
den Flusssensor 120, sondern ebenso den Feuch-
tigkeitssensor 130 auf, so dass die Flussraten-Erfas-
sungsgenauigkeit verglichen mit der in dem Aufbau
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verbessert werden kann, in welchem ein Wasserge-
halt in einem Fluid nicht korrigiert wird.

[0045] Da der Feuchtigkeitssensor 130 in der N&-
he des Ausbildungsbereichs des Flusssensors 120
auf dem gleichen Halbleitersubstrat 110 ausgebildet
ist, kann verglichen mit dem Aufbau, der den Feuch-
tigkeitssensor aufweist, der auf einem Substrat aus-
gebildet ist, das sich von dem Substrat des Fluss-
sensors 120 unterscheidet, eine Feuchtigkeit eines
Fluids an einer Position erfasst werden, die nadher an
dem Flusssensor 120 ist. Dass heift, die Flussraten-
Erfassungsgenauigkeit kann weiter verbessert wer-
den.

[0046] Da der Flusssensor 120 und der Feuchtig-
keitssensor 130 Giber dem gleichen Halbleitersubstrat
110 ausgebildet sind, kann die Struktur verglichen mit
dem Aufbau, der den Feuchtigkeitssensor aufweist,
der auf dem Substrat ausgebildet ist, das sich von
dem des Flusssensors 120 unterscheidet, verkleinert
werden.

[0047] Die anderen charakteristischen Punkte als
der Punkt, dass der Flusssensor 120 und der Feuch-
tigkeitssensor 130 in einem Chip ausgebildet sind,
der Halbleitervorrichtung 100 werden nun unter Be-
zugnahme auf die Fig. 1 und Fig. 5 beschrieben.

[0048] Zuerst wird der Aufbau des Flusssensors 120
und des Feuchtigkeitssensors 130 charakterisiert.
Zum Beispiel wird es, wenn der Feuchtigkeitssen-
sor 130 auf der nachgelagerten Seite des Flusssen-
sors 120 angeordnet ist, beflirchtet, dass das Fluid,
welches die Warme der Erwarmungselemente 121
und 122 aufgenommen hat, die den Flusssensor 120
aufbauen, eine Warme zu dem Feuchtigkeitssensor
130 abgibt, der auf der nachgelagerten Seite der
Erwadrmungselemente 121 und 122 angeordnet ist.
Dass heil3t, die Feuchtigkeitserfassungsgenauigkeit
des Feuchtigkeitssensors 130 kann sich verschlech-
tern. Genauer gesagt neigt, wenn der Flusssensor
120 und der Feuchtigkeitssensor 130 auf der gleichen
Flachenseite des Halbleitersubstrats 110 ausgebaut
sind, das Problem dazu, aufzutreten.

[0049] Im Gegensatz dazu sind in dem ersten Aus-
fihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, wie
es in Fig. 1 gezeigt ist, der Flusssensor 120 und
der Feuchtigkeitssensor 130 Seite an Seite entlang
der Fluidflussrichtung auf der gleichen Flachenseite
des Halbleitersubstrats 110 ausgebildet und ist der
Feuchtigkeitssensor 130 auf der vorgelagerten Sei-
te des Flusssensors 120 vorgesehen. Deshalb kann,
wenn das Fluid in der normalen Flussrichtung flief3t,
eine Warmeleitung Uber das Fluid unterdriickt wer-
den. Verglichen mit dem Aufbau, in welchem der
Feuchtigkeitssensor 130 auf der nachgelagerten Sei-
te des Flusssensors 120 vorgesehen ist, kann der
Einfluss von Warme der Erwdarmungselemente 121
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und 122, der auf den Feuchtigkeitssensor 130 aus-
geulbt wird, verringert werden. Dass heifdt, der Feuch-
tigkeitssensor 130 kann eine Feuchtigkeit mit einer
héheren Genauigkeit erfassen. Daher kann zu der
Zeit eines Erzielens des Flusses, der den Feuch-
tigkeitsgehalt ausschlie3t, der in dem Fluid enthal-
ten ist (wahrer Fluss), aus den Erfassungsergebnis-
sen des Flusssensors 120 und des Feuchtigkeitssen-
sors 130 die Flusserfassungsgenauigkeit weiter ver-
bessert werde. Deshalb ist die Halbleitervorrichtung
100 fir Verwendungen geeignet, die eine hochge-
naue Flussrate (eine hochgenaue Luftmenge) erfor-
dern, wie bei einem Kraftstoffeinspritzsteuern einer
Brennkraftmaschine eines Fahrzeugs.

[0050] Als Nachstes wird der feuchtigkeitsempfind-
liche Film 133 als die Komponente des Feuchtig-
keitssensors 130 charakterisiert. In dem Aufbau, in
dem mindestens ein Teil des Halbleitersubstrats mit
einem Verkapselungsharz bedeckt ist, ist es bevor-
zugt, einen hochpolymeren Film aus Polyimid oder
dergleichen auf dem Halbleitersubstrat auszubilden,
um den Haftgrad zwischen dem Verkapselungsharz
und dem Halbleitersubstrat zu erhéhen. In dem ers-
ten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
wird der feuchtigkeitsempfindliche Film 133 verwen-
det, der aus Polyimid besteht, und sind, wie es in
Fig. 5 gezeigt ist, der feuchtigkeitsempfindliche Film
133 und ein hochpolymerer Film 200, der aus dem
gleichen Material besteht, integral ausgebildet. Des-
halb kénnen verglichen mit dem Aufbau, in welchem
der feuchtigkeitsempfindliche Film 133 und der hoch-
polymere Film 200 aus unterschiedlichen Materiali-
en bestehen, der Aufbau und das Herstellungsver-
fahren vereinfacht werden. Da der feuchtigkeitsemp-
findliche Film 133 mit dem hochpolymeren Film 200
integriert ist, wird das Haltevermdgen des feuchtig-
keitsempfindlichen Films 133 erhéht und kann ein
Ablésen und dergleichen des feuchtigkeitsempfind-
lichen Films 133, der dem Fluid ausgesetzt ist, un-
terdriickt werden. Weiterhin kann durch die Integrati-
on die Struktur der Halbleitervorrichtung 100 ebenso
verkleinert werden.

[0051] In dem ersten Ausflihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung sind, um einen ungenutzten Raum
in dem Ausbildungsbereich des feuchtigkeitsemp-
findlichen Films 133, der mit dem hochpolymeren
Film 200 integriert ist, in dem Abschnitt des Halblei-
tersubstrats 110 zu beseitigen, der von dem Verkap-
selungsharz 190 freiliegt, der Flusssensor 120 und
der Feuchtigkeitssensor 130 Seite an Seite entlang
der Fluidflussrichtung ausgebildet und sind die Erfas-
sungselektroden 131 und 132, die den Feuchtigkeits-
sensor 130 ausbilden, als ein Abschnitt festgelegt,
welcher mit dem Verkapselungsharz 190 bedeckt ist.
Jedoch kann der feuchtigkeitsempfindliche Film 133
ausgenommen des dinnen Abschnitts 112 irgendwo
ausgebildet sein. In dem Fall eines Ausbildens des
feuchtigkeitsempfindlichen Films 133 auf nicht ledig-
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lich den Erfassungselektroden 131 und 132, sondern
ebenso dem anderen Teil (zum Beispiel einem Teil
des Flusssensors 120), wird der Ausbildungsbereich
grol} Folglich wird, obgleich sich die Kosten erhéhen,
ein Herstellen erleichtert.

[0052] In dem Aufbau, in welchem der feuchtigkeits-
empfindliche Film 133 und der hochpolymere Film
200 integriert ausgebildet sind, gibt es eine Mdg-
lichkeit, dass Feuchtigkeit den hochpolymeren Film
200 Uber den feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 er-
reicht und den Verbindungsabschnitt zwischen der
Kontaktierungsanschlussflache 150 und dem Leiter
160 korrodiert. In dem ersten Ausfiihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung wird Polyimid, das ei-
ne Maschenstruktur aufweist, in welcher Enden ei-
ner molekularen Kette als eine Base miteinander
verbunden sind, fir den feuchtigkeitsempfindlichen
Film 133 und den hochpolymeren Film 200 verwen-
det. Beispiele eines derartigen Polyimids beinhal-
ten Polyimid, das eine Maschenstruktur aufweist, die
durch Ausbilden eines Benzolrings durch Erwarmen
von Polyamidsaure erzielt wird, die mit Terminal-
Acetylen endstandig ist, um eine Reaktion zwischen
Acetylen an den Enden zu der Zeit eines Hartens
zu bewirken, und Polyamid, das durch Dehydrieren
und Ringschluss von Polyamidséaure erzielt wird, die
eine Maschenstruktur aufweist, die durch Kuppeln
von Enden einer Molekularkette als eine Base er-
zielt wird. Bezuglich der Details des Polyimids wird
auf die JP-A-2003-232765 und die JP-A-2006-71647
verwiesen. Wenn ein derartiges Polyimid verwen-
det wird, das die Maschenstruktur aufweist, kann ein
Aufquellen des feuchtigkeitsempfindlichen Films 133,
welches auftritt, wenn Absorptionswasser bei einer
hohen Temperatur unter einer hohen Feuchtigkeit
koaguliert, unterdriickt werden. Anders ausgedruckt
wird das Eindringen von Feuchtigkeit in Polyimid-
molekile unterdriickt. Der hochpolymere Film 200
liegt Gber dem feuchtigkeitsempfindlichen Film 133
direkt oder indirekt von dem Verkapselungsharz 190
frei und eine Korrosion kann ebenso in dem Aufbau
unterdrickt werden, in welchem das Verbindungs-
teil zwischen der Kontaktierungsanschlussflache 150
und dem Leiter aufgrund von Feuchtigkeit korrodiert.

[0053] In dem ersten Ausflihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird das Halbleitersubstrat 110 ei-
nem anisotropen Atzen von der Riickseite der Fluss-
sensor-Ausbildungsflache unterzogen, um dadurch
den Hohlraum 111 zum Fluss auszubilden. Dass
heil3t, die offene Flache 113 des Hohlraums 111
zum Fluss ist auf der Rickseite des Flusssensor-
Ausbildungsflache des Halbleitersubstrats 110. Je-
doch ist der Aufbau des Hohlraums 111 zum Fluss
nicht auf das Beispiel beschrankt. Es ist ausreichend,
den diinnen Abschnitt 112 auszubilden. Zum Beispiel
kann, wie es in Fig. 6 gezeigt ist, der Hohlraum 111
zum Fluss, der durch Atzen des Halbleitersubstrats
110 von der Seite der Flusssensor-Ausbildungsflache
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ausgebildet wird, ebenso verwendet werden. In die-
sem Fall ist es, da der Hohlraum 111 zum Fluss auf
der Seite der Flusssensor-Ausbildungsflache offen ist
(nicht gezeigt), nicht erforderlich, das Verbindungs-
teil 181 in dem Halteelement 180 vorzusehen. Fig. 6
zeigt einen Querschnitt einer Ausgestaltung und ent-

spricht Fig. 2.

[0054] In dem ersten Ausfihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung sind der Flusssensor 120 und
der Feuchtigkeitssensor 130 Seite an Seite entlang
der Fluidflussrichtung auf der gleichen Flachenseite
des Halbleitersubstrats 110 ausgebildet und ist der
Feuchtigkeitssensor 130 auf der vorgelagerten Sei-
te des Flusssensors 120 vorgesehen. Jedoch kann
auch dann, wenn die Anordnungsrichtung des Fluss-
sensors 120 und des Feuchtigkeitssensors 130 nicht
entlang der Fluidflussrichtung ist, wenn der Feuch-
tigkeitssensor 130 auf der vorgelagerten Seite des
Flusssensors 120 in der Flussrichtung des Fluids ist,
eine Warmeleitung Uber das Fluid unterdrickt wer-
den. Die Warmeleitung Uber das Fluid ist hauptsach-
lich mit Warme von den Erwarmungselementen 121
und 122, die den Flusssensor aufbauen, so dass
es ausreichend ist, mindestens die Erwarmungsele-
mente 121 und 122 auf der nachgelagerten Seite
des Feuchtigkeitssensors 130 vorzusehen. Zum Bei-
spiel ist, wie es in Fig. 7 gezeigt ist, das Tempe-
raturerfassungselement 123 aus der vorgelagerten
Seite in dem Verdrahtungsteil 125 als eine Kompo-
nente des Flusssensors 120 auf der vorgelagerten
Seite des Feuchtigkeitssensors 130 vorgesehen und
kénnen die verbleibenden Erwdrmungselemente 121
und 122 und das Temperaturerfassungselement 124
auf der nachgelagerten Seite vorgesehen sein. Fig. 7
zeigt eine Draufsicht einer Ausgestaltung und ent-

spricht Fig. 1.
Zweites Ausflihrungsbeispiel

[0055] Das zweite Ausflhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 8 und Fig. 9 beschrieben. Fig. 8 zeigt ei-
ne schematische Draufsicht der Positionsbeziehung
zwischen einem feuchtigkeitsempfindlichen Film und
einem hochpolymeren Film tGber dem Halbleitersub-
strat in einer Halbleitervorrichtung gemafn dem zwei-
ten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Fig. 9 zeigt einen schematischen Querschnitt der
Halbleitervorrichtung. Fig. 9 und entspricht Fig. 2, die
das erste Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung zeigt, und zur Einfachheit sind wie in Fig. 2
ein Flusssensor und ein Schaltungsteil nicht gezeigt.

[0056] Da die Halbleitervorrichtung gemal dem
zweiten Ausflhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung weitestgehend gleich der des ersten Ausfih-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung ist, wird
die detaillierte Beschreibung der gemeinsamen Tei-
le hier im weiteren Verlauf nicht wiederholt und wer-
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den konzentriert unterschiedliche Teile beschrieben.
Die gleichen Bezugszeichen bezeichnen die gleichen
Elemente wie diejenigen in dem ersten Ausfuhrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

[0057] In dem ersten Ausflihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung ist ein Beispiel eines Integrierens
des feuchtigkeitsempfindlichen Films 133 und des
hochpolymeren Films 200 beschrieben worden. Im
Gegensatz dazu ist das zweite Ausfliihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung durch die Punkte charak-
terisiert, dass der feuchtigkeitsempfindliche Film 133
und der hochpolymere Film 200 aus dem gleichen
Material, wie zum Beispiel Polyimid, bestehen, und,
wie es in den Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt ist, der feuch-
tigkeitsempfindliche Film 133 und der hochpolyme-
re Film 200 ausgebildet sind, um voneinander ge-
trennt zu sein, und der hochpolymere Film 200 voll-
stéandig mit dem Verkapselungsharz 190 bedeckt ist.
Das zweite Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung weist ausgenommen des Punkts, dass der
feuchtigkeitsempfindliche Film 133 und der hochpo-
lymere Film 200 derart ausgebildet sind, dass sie
voneinander getrennt sind, den gleichen Aufbau wie
den des ersten Ausflihrungsbeispiels der vorliegen-
den Erfindung auf und die Wirkung ist &hnlich.

[0058] In der Halbleitervorrichtung 100 gemaf dem
zweiten Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung liegt der hochpolymere Film 200 nicht direkt
nach auerhalb des Verkapselungsharzes 190 frei
und liegt ebenso nicht indirekt Gber dem feuchtig-
keitsempfindlichen Film 133 frei. Folglich kann auch
bei dem Aufbau, in welchem das Verbindungsteil zwi-
schen der Kontaktierungsanschlussflache 150 und
dem Leiter 160 nicht aufgrund von Feuchtigkeit kor-
rodiert, die Korrosion unterdriickt werden.

[0059] Auch bei dem Aufbau, in dem der feuchtig-
keitsempfindliche Film 133 und der hochpolymere
Film 200 voneinander getrennt sind, bestehen der
feuchtigkeitsempfindliche Film 133 und der hochpoly-
mere Film 200 aus dem gleichen Material. Verglichen
mit dem Aufbau, in welchem der feuchtigkeitsemp-
findliche Film 133 und der hochpolymere Film 200
aus unterschiedlichen Materialien bestehen, kbnnen
der Aufbau und das Herstellungsverfahren verein-
facht werden.

[0060] Der Aufbau des feuchtigkeitsempfindlichen
Films 133 und des hochpolymeren Films 200 des
zweiten Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung kann ebenso an dem Aufbau der Ausgestaltung
(Fig. 6 und Fig. 7) des ersten Ausfuhrungsbeispiels
der vorliegenden Erfindung angewendet werden.

[0061] In dem zweiten Ausflihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist der hochpolymere Film 200,
der getrennt von dem feuchtigkeitsempfindlichen
Film 133 ausgebildet ist, vollstandig mit dem Ver-
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kapselungsharz 190 bedeckt. Jedoch kann ein Teil
des hochpolymeren Films 200, der getrennt von dem
feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 ausgebildet ist,
nach auflerhalb des Verkapselungsharzes 190 frei-
liegen. Bei einem derartigen Aufbau ist der hochpoly-
mere Film 200 an dem Ende des Verkapselungshar-
zes 190 angeordnet, so dass ein Ablésen des Ver-
kapselungsharzes 190 von dem Halbleitersubstrat
110 unterdrickt werden kann. Da der hochpolyme-
re Film 200 direkt nach aufRerhalb freiliegt, wie es in
dem ersten Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung beschrieben ist, ist es bevorzugt, Polyimid zu
verwenden, das die Maschenstruktur aufweist.

[0062] In dem Aufbau, in dem der feuchtigkeitsemp-
findliche Film 133 und der hochpolymere Film 200
getrennt voneinander ausgebildet sind, ist das Halte-
vermoégen des feuchtigkeitsempfindlichen Films 133
an dem Halbleitersubstrat 110 niedriger als die des
integralen Aufbaus. Zum Beispiel kann unter Ver-
wendung eines Silan-Kupplungsmaterials eine Ver-
schlechterung des Haltevermdgens des feuchtig-
keitsempfindlichen Films 133 an dem Halbleitersub-
strat 110 unterdrickt werden.

Drittes Ausfiihrungsbeispiel

[0063] Das dritte Ausfiihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf
Fig. 10 beschrieben. Fig. 10 zeigt eine Draufsicht
eines schematischen Aufbaus einer Halbleitervor-
richtung gemanr dem dritten Ausfiihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung und entspricht Fig. 1, die
das erste Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung zeigt.

[0064] Da die Halbleitervorrichtung gemaf dem drit-
ten Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
weitestgehend gleich zu der des ersten Ausfiihrungs-
beispiels der vorliegenden Erfindung ist, wird die de-
taillierte Beschreibung der gemeinsamen Teile im
weiteren Verlauf nicht wiederholt und werden kon-
zentriert unterschiedliche Teile beschrieben. Die glei-
chen Bezugszeichen bezeichnen die gleichen Ele-
mente wie diejenigen in dem ersten Ausfiihrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung.

[0065] In dem ersten Ausflihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung sind der Flusssensor 120 und der
Feuchtigkeitssensor 130 Seite an Seite entlang der
Fluidflussrichtung auf der gleichen Seite des Halb-
leitersubstrats 110 ausgebildet und ist der Feuch-
tigkeitssensor 130 auf der vorgelagerten Seite des
Flusssensors 120 vorgesehen. Andererseits ist das
dritte Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung durch den Punkt charakterisiert, dass, wie es
in Fig. 10 gezeigt ist, der Feuchtigkeitssensor 130
in einem Abschnitt in der Nahe des Flusssensors
130 ausgebildet ist, der einen vorgelagerten Bereich
und einen nachgelagerten Bereich des Flusssensors
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120 in der Fluidflussrichtung ausschlieRt. Zum Bei-
spiel sind in dem dritten Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung der Flusssensor 120 und der
Feuchtigkeitssensor 130 parallel zu der Fluidfluss-
richtung ausgebildet. Der Aufbau des dritten Ausfiih-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung ist aus-
genommen des Aufbaus des Flusssensors 120 und
des Feuchtigkeitssensors 130 Gber dem Halbleiter-
substrat 110 ahnlich zu dem des ersten Ausfihrungs-
beispiels der vorliegenden Erfindung und die Wir-
kung des dritten Ausfihrungsbeispiels der vorliegen-
den Erfindung ist ebenso ahnlich zu der des ersten
Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0066] Wie es zuvor beschrieben worden ist, sind
in der Halbleitervorrichtung 100 gemaf dem dritten
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung der
Flusssensor 120 und der Feuchtigkeitssensor 130
parallel zu der Fluidflussrichtung ausgebildet, so dass
eine Warmeleitung von dem Flusssensor 120 Uber
das Fluid zu dem Feuchtigkeitssensor 130 unter-
driickt werden kann. Deshalb kann der Feuchtigkeits-
sensor 130 eine Feuchtigkeit mit einer hohen Ge-
nauigkeit erfassen und kann weiterhin die Flusserfas-
sungsgenauigkeit verbessert werden.

[0067] Bei dem Aufbau des dritten Ausfiihrungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung kann auch dann,
wenn das Fluid in der Richtung fliel3t, die zu der zu
normalen Zeiten entgegengesetzt ist (die Richtung,
die zu der Richtung des offenen Pfeils entgegenge-
setzt ist, der in Fig. 10 gezeigt ist), eine Warmelei-
tung von dem Flusssensor 120 Uber das Fluid zu dem
Feuchtigkeitssensor 130 unterdriickt werden.

[0068] Der Aufbau des Flusssensors 120 und des
Feuchtigkeitssensors 130, der in dem dritten Aus-
fihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung gezeigt
ist, kann ebenso an der Ausgestaltung (Fig. 6 und
Fig. 7) des ersten Ausflihrungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung und des Aufbaus angewendet wer-
den, der in dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung gezeigt ist.

Viertes Ausfiihrungsbeispiel

[0069] Das vierte Ausfiihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 11 und Fig. 12 beschrieben. Fig. 11 zeigt eine
Draufsicht eines schematischen Aufbaus einer Halb-
leitervorrichtung gemaR dem vierten Ausfiihrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung und entspricht
Fig. 1, die das erste Ausfiihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt. Fig. 12 zeigt einen schema-
tischen Querschnitt eines Unterdriickens einer War-
meleitung von dem Flusssensor Uber das Halbleiter-
substrat zu dem Feuchtigkeitssensor. In Fig. 12 sind
zur Einfachheit die Aufbauten des Flusssensors und
des Feuchtigkeitssensors nicht gezeigt, sondern sind
lediglich Positionen gezeigt.
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[0070] Da die Halbleitervorrichtung gemal dem vier-
ten Ausflhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
weitestgehend gleich zu der des ersten Ausflhrungs-
beispiels der vorliegenden Erfindung ist, wird die de-
taillierte Beschreibung der gemeinsamen Teile hier
im weiteren Verlauf nicht wiederholt und werden kon-
zentriert unterschiedliche Teile beschrieben. Die glei-
chen Bezugszeichen bezeichnen die gleichen Ele-
mente wie diejenigen in dem ersten Ausfiihrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung.

[0071] In dem ersten Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung sind der Flusssensor 120 und
der Feuchtigkeitssensor 130 Seite an Seite entlang
der Fluidflussrichtung auf der gleichen Flachenseite
des Halbleitersubstrats 110 ausgebildet und ist der
Feuchtigkeitssensor 130 auf der vorgelagerten Seite
des Flusssensors 120 vorgesehen, um dadurch ein
Leiten von Warme von dem Flusssensor 120 Uber
das Fluid zu dem Feuchtigkeitssensor 130 zu unter-
drucken. Andererseits ist das vierte Ausfihrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung durch die Punkte
charakterisiert, dass ein Leiten von Warme von dem
Flusssensor 120 Uber das Fluid zu dem Feuchtig-
keitssensor 130 unterdriickt wird und zuséatzlich ein
Leiten von Warme von dem Flusssensor 120 Uber
das Halbleitersubstrat 110 zu dem Feuchtigkeitssen-
sor 130 unterdrickt wird.

[0072] Genauer gesagt ist, wie es in Fig. 11 ge-
zeigt ist, ein Graben 114 als eine Vertiefung, die
eine vorbestimmte Tiefe von der Flusssensor-Aus-
bildungsflache des Halbleitersubstrats 110 aufweist,
in einem Abschnitt zwischen dem Ausbildungsbe-
reich des Flusssensors 120 und dem Ausbildungs-
bereich des Feuchtigkeitssensors 130 ausgebildet,
wobei sich der Flusssensor 120 und der Feuchtig-
keitssensor 130 daritiber gegenuberliegen. Das vier-
te Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
weist ausgenommen des Punkts, dass der Graben
114 ausgebildet ist, den gleichen Aufbau wie den des
ersten Ausfiihrungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung auf und die Wirkung ist ahnlich. Der Graben 114
kann durch Atzen, wie zum Beispiel reaktives lonen-
atzen bzw. RIE, ausgebildet sein.

[0073] In der Halbleitervorrichtung 100 gemal dem
vierten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung ist, wie es in Fig. 12 gezeigt ist, der Graben 114
zwischen dem Ausbildungsbereich des Flusssensors
120 und dem Ausbildungsbereich des Feuchtigkeits-
sensors 130 ausgebildet. Der Warmeleitungspfad
von dem Flusssensor 120 Uber das Halbleitersubstrat
110 zu dem Feuchtigkeitssensor 130 ist langer als
der in dem Aufbau, in welchem kein Graben 114 aus-
gebildet ist. Dass heil’t, eine Warmeleitung von dem
Flusssensor 120 Uber das Halbleitersubstrat 110 zu
dem Feuchtigkeitssensor 130 kann unterdriickt wer-
den. Deshalb kann der Feuchtigkeitssensor 130 ei-
ne Feuchtigkeit mit einer hohen Genauigkeit erfassen
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und kann weiterhin die Flussraten-Erfassungsgenau-
igkeit verbessert werden.

[0074] In dem vierten Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist der Graben 114 zwischen
dem Ausbildungsbereich des Flusssensors 120 und
dem Ausbildungsbereich des Feuchtigkeitssensors
130 und in einem Abschnitt ausgebildet, Uber wel-
chem der Flusssensor 120 und der Feuchtigkeitssen-
sor 130 einander gegentiberliegen. Jedoch ist es aus-
reichend, den Graben 114 mindestens zwischen dem
Ausbildungsbereich der Erwarmungselemente 121
und 122 und dem Ausbildungsbereich des Feuchtig-
keitssensors 130 auszubilden, der dem Ausbildungs-
bereich der Erwarmungselemente 121 und 122 ge-
genuberliegt.

[0075] In dem vierten Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist der Graben 114 in dem Auf-
bau ausgebildet, der in dem ersten Ausfiihrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung gezeigt ist. Je-
doch kann durch Ausbilden des Grabens 114 un-
bericksichtigt der Positionsbeziehung zwischen dem
Flusssensor 120 und dem Feuchtigkeitssensor 130
eine Warmeleitung von dem Flusssensor 120 Uber
das Halbleitersubstrat 110 zu dem Feuchtigkeitssen-
sor 130 unterdriickt werden. Deshalb kann der Gra-
ben 114 ebenso an den Ausgestaltungsaufbauten
(Fig. 6 und Fig. 7) des ersten Ausflihrungsbeispiels
der vorliegenden Erfindung und des zweiten Ausfiih-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung angewen-
det werden.

[0076] In dem vierten Ausfihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist der Graben 114 ein Hohl-
raum. Jedoch kann der Graben 114 mit einem Ma-
terial geflllt sein, dass eine thermische Leitfahigkeit
aufweist, die niedriger als die des Halbleitersubstrats
110 ist. Ebenso kann bei einem derartigen Aufbau
eine Warmeleitung von dem Flusssensor 120 Uber
das Halbleitersubstrat 110 zu dem Feuchtigkeitssen-
sor 130 unterdrickt werden. Wenn der Graben 114
mit einen pordésen Material (zum Beispiel porésem
Silikon oder einem pordsen Isolationsfilm) gefillt ist,
ist er wirksamer, um eine Warmeleitung zu unterdri-
cken.

Flnftes Ausflhrungsbeispiel

[0077] Das funfte Ausflihrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 13 und Fig. 14 beschrieben. Fig. 13 zeigt ei-
nen Querschnitt eines schematischen Aufbaus ei-
ner Halbleitervorrichtung gemaR dem funften Aus-
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. 14
zeigt eine schematische Draufsicht von Verdrah-
tungsbreiten eines Erwarmungselements und einer
Entfeuchtungs-Erwarmungseinrichtung in einem Ver-
drahtungsteil.

[0078] Da die Halbleitervorrichtung gemaf dem funf-
ten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
weitestgehend gleich zu der des ersten Ausflhrungs-
beispiels der vorliegenden Erfindung ist, wird die de-
taillierte Beschreibung der gemeinsamen Teile hier
im weiteren Verlauf nicht wiederholt und werden kon-
zentriert unterschiedliche Teile beschrieben. Die glei-
chen Bezugszeichen bezeichnen die gleichen Ele-
mente wie diejenigen in dem ersten Ausfiihrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung.

[0079] In dem flnften Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist, wie es in Fig. 13 gezeigt
ist, eine Entfeuchtungs-Erwarmungseinrichtung 136
zum Erwarmen des Feuchtigkeitssensors 130 durch
Erzeugen von Wéarme durch Leiten von Strom uber
das Halbleitersubstrat 110 ausgebildet. Die Entfeuch-
tungs-Erwarmungseinrichtung 136 ist vorgesehen,
um den feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 durch
Verflichtigen der Feuchtigkeit, welche in dem feuch-
tigkeitsempfindlichen Film 133 aufgrund einer Ver-
schlechterung des feuchtigkeitsempfindlichen Films
133 enthalten ist, wiederherzustellen. Die erste Cha-
rakteristik ist, dass die Entfeuchtungs-Erwarmungs-
einrichtung 136 und die Erwdarmungselemente 121
und 122, die in dem Flusssensor 120 ausgebildet
sind (lediglich das Erwdrmungselement 121 ist in den
Fig. 13 und Fig. 14 gezeigt), integral als das Verdrah-
tungsteil 125 ausgebildet sind, das aus dem gleichen
Material besteht, wie es in den Fig. 13 und Fig. 14 ge-
zeigt ist. Die zweite Charakteristik ist, dass ein Hohl-
raum 118 zum Entfeuchten als ein Bereich einer nied-
rigen thermischen Leitung ebenso in einem Bereich
in dem Halbleitersubstrat 110 ausgebildet ist, der dem
Feuchtigkeitssensor 130 entspricht.

[0080] Genauer gesagt ist, wie es in Fig. 13 gezeigt
ist, das Verdrahtungsteil 125, das die Erwarmungs-
elemente 121 und 122 und die Entfeuchtungs-Erwar-
mungseinrichtung 136 beinhaltet, Uber einen Isola-
tionsfilm 115 (zum Beispiel einem Siliziumnitridfilm
und einen Siliziumoxidfilm) Gber dem Halbleitersub-
strat 110 ausgebildet. Obgleich es in Fig. 13 nicht ge-
zeigt ist, beinhaltet das Verdrahtungsteil 125 eben-
so die Erwadrmungselemente 123 und 124, wie sie in
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung beschrieben sind. Uber dem Verdrahtungs-
teil 125 sind die Erfassungselektroden 131 und 132,
die den Feuchtigkeitssensor 130 aufbauen, Uber ei-
nen Zwischenschicht-lsolationsfilm 116 (zum Beispiel
einem Siliziumoxidfilm) ausgebildet. Obgleich es in
Fig. 13 nicht gezeigt ist, sind die Referenzelektroden
134 und 135 ebenso in der gleichen Ebene wie die
Erfassungselektroden 131 und 132 ausgebildet. Uber
den Erfassungselektroden 131 und 132 ist der feuch-
tigkeitsempfindliche Film 133 Uber einem Schutzfilm
117 (zum Beispiel einen Siliziumnitridfilm) ausgebil-
det.
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[0081] In dem Halbleitersubstrat 110 sind der Hohl-
raum 111 zum Fluss und der Hohlraum 118 zum Ent-
feuchten entsprechend dem Flusssensor 120 bzw.
dem Feuchtigkeitssensor 130 ausgebildet. Der Hohl-
raum 118 zum Entfeuchten ist derart ausgebildet,
dass er den feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 in
der Ebenenrichtung des Halbleitersubstrats 100 be-
inhaltet. Der Hohlraum 111 zum Fluss und der Hohl-
raum 118 zum Entfeuchten sind unter Verwendung
des Isolationsfilms 115 als der Boden ausgebildet.
Der diinne Abschnitt 112 und ein dinner Abschnitt
119 als ein Isolationsfilm sind iber dem Hohlraum 111
zum Fluss und dem Hohlraum 118 zum Entfeuchten
ausgebildet. Das Verdrahtungsteil 125, das aus zum
Beispiel Polysilizium besteht, das mit Storstellen do-
tiert ist, ist derart ausgebildet, dass, wie es in Fig. 14
gezeigt ist, das Erwarmungselement 121, das eine
héhere Temperatur aufweist, schmaler als die Ent-
feuchtungs-Erwarmungseinrichtung 136 ist.

[0082] Wie es zuvor beschrieben worden ist, kann
in der Halbleitervorrichtung 100 gemaf dem fiinften
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung der
feuchtigkeitsempfindliche Film 133 durch Verflichti-
gen der Feuchtigkeit, die aufgrund einer Verschlech-
terung in dem feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 in
dem feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 enthalten
ist, durch die Entfeuchtungs-Erwarmungseinrichtung
136 wiederhergestellt werden.

[0083] Da die Entfeuchtungs-Erwarmungseinrich-
tung 136 und die Erwdrmungselemente 121 und
122 als das einzelne Verdrahtungsteil 125 aufgebaut
sind, kann der Aufbau vereinfacht werden und kann
die Struktur verkleinert werden. Das Herstellungsver-
fahren kann ebenso vereinfacht werden.

[0084] Wenn Strom zu dem Verdrahtungsteil 125
geleitet wird, erzeugen beide der Erwarmungsele-
mente 121 und 122 und der Entfeuchtungs-Erwar-
mungseinrichtung 136 Warme. Deshalb ist es zum
Beispiel, wie es in dem ersten Ausflhrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung beschrieben ist, wenn der
Feuchtigkeitssensor 130 auf der vorgelagerten Sei-
te des Flusssensors 120 vorgesehen ist, um den
feuchtigkeitsempfindlichen Film 133 durch Einschal-
ten der Entfeuchtungs-Erwarmungseinrichtung 136
einzuschalten, da der Einfluss der Warmeleitung von
der Entfeuchtungs-Erwarmungseinrichtung 136 tber
das Fluid zu dem Flusssensor 120 betrachtlich aus-
gelbt wird, bevorzugt, fir eine Flussratenerfassung
kein Signal zu verwenden, das zu der Zeit aus dem
Flusssensor 120 ausgegeben wird, zu der die Ent-
feuchtungs-Erwarmungseinrichtung 136 eingeschal-
tet ist. Wie es in dem dritten Ausfiihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung beschrieben ist, kénnen,
wenn der Feuchtigkeitssensor 130 parallel zu dem
Flusssensor 120 und dem Fluss des Fluids vorge-
sehen ist, Verfahren ahnlich zu den vorhergehenden
durchgefiihrt werden. Da der Einfluss einer Warme-

leitung von der Entfeuchtungs-Erwarmungseinrich-
tung 136 uber das Fluid zu dem Flusssensor 120 ge-
ringer als der vorhergehende ist, kann das Signal,
das aus dem Flusssensor 120 zu der Zeit ausgege-
ben wird, zu der die Entfeuchtungs-Erwarmungsein-
richtung 136 eingeschaltet ist, ebenso zur Flusserfas-
sung verwendet werden.

[0085] In dem flinften Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung werden durch Andern der Breite
des Verdrahtungsteils 125 die Temperatur beziiglich
der Erwarmungselemente 121 und 122 und die der
Entfeuchtungs-Erwarmungseinrichtung 136 zueinan-
der unterschiedlich gemacht. Alternativ kdnnen, wie
es in Fig. 15 gezeigt ist, die Tiefe des Hohlraums
111 zum Fluss und die des Hohlraums 118 zur Ent-
feuchtung als die Bereiche einer niedrigen Warme-
leitfahigkeit zueinander unterschiedlich gemacht wer-
den (in Fig. 15 ist der Hohlraum 118 zum Entfeuch-
ten, der der Entfeuchtungs-Erwarmungsreinrichtung
136 einer niedrigeren Temperatur entspricht, flacher
als der Hohlraum 111 zum Fluss). Bei einem der-
artigen Aufbau werden die Menge einer Warme-
leitung zu der Seite des Halbleitersubstrats 110 in
den Erwarmungselementen 121 und 122 und die in
der Entfeuchtungs-Erwarmungsreinrichtung 136 zu-
einander unterschiedlich gemacht und kénnen wei-
terhin die Temperatur von jedem des Flusssensors
120 und des Feuchtigkeitssensors 130 geeignet ge-
macht werden. Fig. 15 zeigt einen Querschnitt einer
Ausgestaltung.

[0086] In dem flinften Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist der Hohlraum 111 zum Fluss
als der Bereich einer niedrigen thermischen Leitung
in einem Bereich direkt unter den Erwarmungsele-
menten 121 und 122 ausgebildet und ist der Hohl-
raum 118 zum Entfeuchten in dem Bereich direkt un-
ter dem Feuchtigkeitssensor 130 in dem Halbleiter-
substrat 110 ausgebildet. Jedoch ist der Bereich ei-
ner niedrigen thermischen Leitung nicht auf den Hohl-
raum beschrankt. Es ist ausreichend, dass der Be-
reich einer niedrigen thermischen Leitung eine ther-
mische Leitfahigkeit aufweist, die niedriger als die
des Halbleitersubstrats 110 ist. Zum Beispiel kann der
Bereich einer niedrigen thermischen Leitung durch
ein pordses Element (zum Beispiel pordses Silizi-
um oder ein pordser Isolationsfilm) ausgebildet sein.
Zum Beispiel kann einer des Bereichs einer niedri-
gen thermischen Leitung, der den Erwadrmungsele-
menten 121 und 122 entspricht, und des Bereichs ei-
ner niedrigen thermischen Leitung, der dem Feuch-
tigkeitssensor 130 entspricht, als ein Hohlraum aus-
gebildet sein. In dem anderen Bereich kann poréses
Silizium angeordnet sein. Als ein Beispiel istin Fig. 16
der Bereich einer niedrigen thermischen Leitung, der
den Erwarmungselementen 121 und 122 entspricht,
als der Hohlraum 111 zum Fluss ausgebildet und ist
der Bereich einer niedrigen thermischen Leitung, der
dem Feuchtigkeitssensor 130 entspricht, als ein po-
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roses Siliziumteil 210 ausgebildet, das aus porésem
Silizium besteht. Ein derartiges portses Siliziumteil
210 kann durch zum Beispiel eine lokale elektroche-
mische Schmelzreaktion ausgebildet sein. Bei einem
derartigen Aufbau kénnen die Menge einer Warme-
leitung zu der Seite des Halbleitersubstrats 110 in
den Erwarmungselementen 121 und 122 und die in
der Entfeuchtungs-Erwarmungsreinrichtung 136 zu-
einander unterschiedlich gemacht werden. Fig. 16
zeigt einen Querschnitt einer Ausgestaltung.

[0087] Die Aufbauten in den vorhergehenden Aus-
fihrungsbeispielen und Ausgestaltungen der vorlie-
genden Erfindung kénnen kombiniert werden.

[0088] Obgleich die bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung zuvor beschrie-
ben worden sind, ist die Offenbarung nicht auf die
Ausfuihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung be-
schrankt, sondern kann verschieden ausgestaltet
werden, ohne den Umfang der Erfindung zu verlas-
sen.

[0089] In den Ausflihrungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung wird das Siliziumsubstrat als ein Bei-
spiel das Halbleitersubstrats 110 verwendet. Jedoch
ist das Halbleitersubstrat 110 nicht auf das Silizium-
substrat beschrankt.

[0090] In den Ausfiihrungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung weist der Feuchtigkeitssensor 120 die
Erwarmungselemente 121 und 122 und ebenso die
Temperaturerfassungselemente 123 und 124 auf. Je-
doch st es, um den Fluss des Fluids zu erfassen, aus-
reichend, dass der Feuchtigkeitssensor 120 mindes-
tens die Erwarmungselemente 121 und 122 aufweist.
Folglich kann ebenso ein Aufbau verwendet werden,
der keine Temperaturerfassungselemente 123 und
124 beinhaltet.

[0091] In den Ausflihrungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung weist der Feuchtigkeitssensor 130 die
Referenzelektroden 134 und 135 auf. Jedoch kann
ebenso ein Aufbau verwendet werden, der keine Re-
ferenzelektroden 134 und 135 beinhaltet.

[0092] In den Ausfiihrungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung ist das Schaltungsteil 140 zusam-
men mit dem Flusssensor 120 und dem Feuchtig-
keitssensor 130 Uber dem gleichen Halbleitersub-
strat 110 ausgebildet. Dass heif3t, das Schaltungs-
teil 140 ist zusammen mit dem Flusssensor 120 und
dem Feuchtigkeitssensor 130 auf einem Chip aus-
gebildet. Es ist ebenso mdglich, das Schaltungsteil
140 auf einem unterschiedlichen Substrat auszubil-
den. In diesem Fall ist das Substrat, auf welchem
das Schaltungsteil 140 ausgebildet ist, vollstandig mit
dem Verkapselungsharz 190 bedeckt. Die Funktion
des Schaltungsteils 140 kann (zum Beispiel fur eine

externe ECU) getrennt von der Halbleitervorrichtung
100 vorgesehen sein.

[0093] In den Ausflhrungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung ist in einem Zustand, in dem das Halb-
leitersubstrat 110 an dem Halteelement 180 befestigt
ist, ein Teil des Halbleitersubstrats 110 mit dem Ver-
kapselungsharz 190 bedeckt. Jedoch kann ebenso
ein Aufbau verwendet werden, der kein Halteelement
180 aufweist. Wenn das Halteelement 180 ein Teil
des Leiterrahmens ist, wie es in den Ausfihrungs-
beispielen der vorliegenden Erfindung beschrieben
ist, kann eine Positionsabweichung des Halbleiter-
substrats 110 zu der Zeit eines Bedeckens mit dem
Verkapselungsharz 190 (zum Beispiel zu der Zeit ei-
nes Spritzpressens) unterdriickt werden. Die Form
des Halteelements 180 ist nicht auf die beschrankt,
die in den Ausflihrungsbeispielen der vorliegenden
Erfindung beschrieben ist.

[0094] Die vorhergehende Offenbarung weist die fol-
genden Aspekte auf.

[0095] Gemal einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung weist eine Halbleitervorrichtung ein
Halbleitersubstrat, einen Flusssensor, der eine ers-
te Erwarmungseinrichtung aufweist, zum Erfassen ei-
ner Flussrate von Fluid und einen Feuchtigkeitssen-
sor zum Erfassen einer Feuchtigkeit des Fluids auf.
Der Flusssensor und der Feuchtigkeitssensor sind
auf dem Halbleitersubstrat angeordnet. Der Fluss-
sensor ist um den Feuchtigkeitssensor angeordnet.
Der Feuchtigkeitssensor ist auf einer vorgelagerten
Seite der ersten Erwarmungseinrichtung angeordnet.

[0096] Da die vorhergehende Vorrichtung den
Feuchtigkeitssensor beinhaltet, wird eine Feuchtig-
keit in dem Fluid derart kompensiert, das eine Erfas-
sungsgenauigkeit der Flussrate verbessert wird. Wei-
terhin ist der Feuchtigkeitssensor in der Nahe des
Flusssensors angeordnet, wobei die Feuchtigkeit in
der Nahe des Flusssensors von dem Feuchtigkeits-
sensor derart erfasst wird, dass die Erfassungsge-
nauigkeit der Flussrate stark verbessert wird. Wei-
terhin werden, da der Feuchtigkeitssensor und der
Flusssensor auf dem gleichen Substrat angeordnet
sind, die Abmessungen der Vorrichtung minimiert.
Weiterhin wird der Feuchtigkeitssensor nicht wesent-
lich von Warme beeintrachtigt, die von einer Erwar-
mungseinrichtung in dem Flusssensor oder Feuchtig-
keitssensor erzeugt wird. Daher wird die Erfassungs-
genauigkeit der Flussrate verbessert.

[0097] Alternativ kann der Feuchtigkeitssensor ent-
lang einer Flussrichtung des Fluids an den Flusssen-
sor angrenzen. Alternativ kann die Halbleitervorrich-
tung weiterhin eine Kontaktierungsanschlussflache,
die auf dem Substrat angeordnet ist, ein Harzverkap-
selungselement und eine Polymerfilm zum Erhéhen
eines Haftvermdgens zwischen dem Halbleitersub-
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strat und dem Harzverkapselungselement aufwei-
sen. Der Feuchtigkeitssensor und der Flusssensor
geben Erfassungssignale Uber die Kontaktierungs-
anschlussflache aus. Die Kontaktierungsanschluss-
flache ist an einem Verbindungsabschnitt mit ei-
nem externen Anschluss gekoppelt. Das Harzverkap-
selungselement bedeckt einen Teil des Substrats,
wobei der Teil den Verbindungsabschnitt beinhaltet
und nicht den Feuchtigkeitssensor und den Fluss-
sensor beinhaltet. Der Polymerfilm ist teilweise zwi-
schen dem Teil des Substrats und dem Harzverkap-
selungselement angeordnet. Der Feuchtigkeitssen-
sor beinhaltet ein Paar von Elektroden und einen
feuchtigkeitsempfindlichen Film. Das Paar von Elek-
troden besteht aus einem leitfahigen Material und
ist auf dem Substrat angeordnet. Der feuchtigkeits-
empfindliche Film ist auf dem Substrat angeordnet
und zwischen dem Paar von Elektroden angeordnet.
Der feuchtigkeitsempfindliche Film weist eine relative
Dielektrizitatskonstante oder eine Impedanz auf, wel-
che in Ubereinstimmung mit einer Feuchtigkeitsénde-
rung anderbar ist, und der feuchtigkeitsempfindliche
Film und der Polymerfilm bestehen aus einem glei-
chen Material. Weiterhin kénnen der feuchtigkeits-
empfindliche Film und der Polymerfilm teilweise in-
tegriert sein. Alternativ kdnnen der feuchtigkeitsemp-
findliche Film und der Polymerfilm getrennt sein. Wei-
terhin kann der Polymerfilm vollsténdig mit dem Harz-
verkapselungselement bedeckt sein.

[0098] Alternativ kann der feuchtigkeitsempfindliche
Film aus Polyimid bestehen. Weiterhin kann das Po-
lyimid eine Mehrzahl von Molekularketten zum Vorse-
hen einer Maschenstruktur beinhalten und sind beide
Enden jeder Kette verbunden.

[0099] Alternativ kann die Halbleitervorrichtung wei-
terhin eine zweite Erwdrmungseinrichtung zum Er-
warmen des Feuchtigkeitssensors aufweisen. Die
zweite Erwdrmungseinrichtung ist auf dem Substrat
angeordnet. Die ersten und zweiten Erwarmungsein-
richtungen sind durch einen gleichen Draht vorgese-
hen. Die ersten und zweiten Erwdrmungseinrichtun-
gen sind integriert. Weiterhin kann das Substrat wei-
ter einen ersten Abschnitt einer niedrigen Warmeleit-
fahigkeit und einen zweiten Abschnitt einer niedrigen
Waérmeleitfahigkeit aufweisen. Der erste Abschnitt ei-
ner niedrigen Warmeleitfahigkeit ist unter der ers-
ten Erwarmungseinrichtung angeordnet. Der zweite
Abschnitt einer niedrigen Warmeleitfahigkeit ist un-
ter dem Feuchtigkeitssensor angeordnet. Jeder der
ersten und zweiten Abschnitte einer niedrigen War-
meleitféahigkeit weist eine Warmeleitfahigkeit auf, die
niedriger als eine Warmeleitfahigkeit von anderen
Teilen des Halbleitersubstrats ist. Der erste Abschnitt
einer niedrigen Warmeleitfahigkeit weist eine erste
Tiefe in einer Tiefenrichtung des Halbleitersubstrats
auf. Der zweite Abschnitt einer niedrigen Warmeleit-
fahigkeit weist eine zweite Tiefe in der Tiefenrich-
tung des Halbleitersubstrats auf. Die erste Tiefe ist zu

der zweiten Tiefe unterschiedlich. Weiterhin kann je-
der der ersten und zweiten Abschnitte einer niedrigen
Waérmeleitfahigkeit durch eine Konkavitét des Sub-
strats vorgesehen sein. Alternativ kann jeder der ers-
ten und zweiten Abschnitte einer niedrigen Wéarme-
leitfahigkeit durch ein portses Siliziumteil des Sub-
strats vorgesehen sein.

[0100] Alternativ kann das Substrat weiterhin einen
ersten Abschnitt einer niedrigen Warmeleitfahigkeit
und einen zweiten Abschnitt einer niedrigen War-
meleitfahigkeit aufweisen. Der erste Abschnitt ei-
ner niedrigen Warmeleitfahigkeit ist unter der ers-
ten Erwarmungseinrichtung angeordnet. Der zweite
Abschnitt einer niedrigen Warmeleitfahigkeit ist un-
ter dem Feuchtigkeitssensor angeordnet. Jeder der
ersten und zweiten Abschnitte einer niedrigen War-
meleitfahigkeit weist eine Warmeleitfahigkeit auf, die
niedriger als eine Warmeleitfahigkeit von anderen
Teilen des Halbleitersubstrats ist. Einer der ersten
und zweiten Abschnitte einer niedrigen Warmeleitfa-
higkeit ist durch eine Konkavitat des Substrats vor-
gesehen und der andere der ersten und zweiten Ab-
schnitte einer niedrigen Wéarmeleitfahigkeit ist durch
ein pordses Siliziumteil des Substrats vorgesehen.

[0101] Alternativ kann die erste Erwdrmungseinrich-
tung eine erste Breite aufweisen, welche zu einer
zweiten Breite der zweiten Erwdrmungseinrichtung
unterschiedlich ist.

[0102] Alternativ kénnen der Flusssensor und der
Feuchtigkeitssensor auf der gleichen Seite des Halb-
leitersubstrats angeordnet sein. Das Substrat weist
weiterhin eine Vertiefung auf, welche zwischen der
ersten Erwarmungseinrichtung und dem Feuchtig-
keitssensor angeordnet ist, und die Vertiefung weist
eine vorbestimmte Tiefe in einer Dickenrichtung des
Substrats auf.

[0103] Gemal einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung weist eine Halbleitervorrichtung ein
Halbleitersubstrat, einen Flusssensor zum Erfassen
einer Flussrate von Fluid, einen Feuchtigkeitssen-
sor zum Erfassen einer Feuchtigkeit des Fluids, ei-
ne Harzform zum Verkapseln eines Teils des Halb-
leitersubstrats und einen Leiteranschluss auf, von
dem ein Teil in der Harzform verkapselt ist. Der
Flusssensor und der Feuchtigkeitssensor sind der-
art auf einem anderen Teil des Halbleitersubstrats
angeordnet, dass der Flusssensor und der Feuch-
tigkeitssensor nicht mit der Harzform bedeckt sind.
Der Feuchtigkeitssensor ist auf einer vorgelagerten
Seite der ersten Erwdrmungseinrichtung angeordnet.
Das Halbleitersubstrat beinhaltet eine Konkavitat und
eine Kontaktierungsanschlussflache. Die Konkavitat
ist dem Feuchtigkeitssensor und dem Flusssensor
gegenuberliegend angeordnet. Die Kontaktierungs-
anschlussflache ist auf dem Substrat angeordnet.
Der Feuchtigkeitssensor und der Flusssensor sind
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derart mit der Kontaktierungsanschlussflache gekop-
pelt, dass der Feuchtigkeitssensor und der Fluss-
sensor Erfassungssignale Uber die Kontaktierungs-
anschlussflache ausgeben. Die Kontaktierungsan-
schlussflache ist mit einem Draht mit dem Leiter-
anschluss gekoppelt. Die Harzform verkapselt einen
Verbindungsabschnitt zwischen der Kontaktierungs-
anschlussflache und dem Draht.

[0104] Da die vorhergehende Vorrichtung den
Feuchtigkeitssensor aufweist, wird eine Feuchtigkeit
in dem Fluid derart kompensiert, dass eine Erfas-
sungsgenauigkeit der Flussrate verbessert wird. Wei-
terhin ist der Feuchtigkeitssensor in der Nahe des
Flusssensors angeordnet, wobei die Feuchtigkeit in
der Néhe des Flusssensors von dem Feuchtigkeits-
sensor derart erfasst wird, dass die Erfassungsge-
nauigkeit der Flussrate stark verbessert wird. Wei-
terhin werden, da der Feuchtigkeitssensor und der
Flusssensor auf dem gleichen Substrat angeordnet
sind, die Abmessungen der Vorrichtung minimiert.
Weiterhin wird der Flusssensor nicht wesentlich von
Warme beeintrachtigt, die von eine Erwdrmungsvor-
richtung in dem Flusssensor oder Feuchtigkeitssen-
sor erzeugt wird. Daher wird die Erfassungsgenauig-
keit der Flussrate verbessert.

[0105] Alternativ kann die Vorrichtung weiterhin ei-
nen Polymerfilm zum Erhdhen einer Haftfestigkeit
zwischen dem Halbleitersubstrat und der Harzfom
aufweisen. Der Polymerfilm ist teilweise zwischen
den Teilen des Substrats und der Harzform angeord-
net. Der Feuchtigkeitssensor weist ein Paar von Elek-
troden und einen feuchtigkeitsempfindlichen Film auf.
Das Paar von Elektroden besteht aus einem leitfahi-
gen Material und ist auf dem Substrat angeordnet.
Der feuchtigkeitsempfindliche Film ist auf dem Sub-
strat angeordnet und zwischen dem Paar von Elektro-
den angeordnet. Der feuchtigkeitsempfindliche Film
weist eine relative Dielektrizitdtskonstante oder eine
Impedanz auf, welche in Ubereinstimmung mit einer
Feuchtigkeitsdnderung &nderbar ist, und der feuch-
tigkeitsempfindliche Film und der Polymerfilm beste-
hen aus einem gleichen Material.

[0106] Obgleich die vorliegende Erfindung beztglich
bevorzugten Ausfihrungsbeispielen von ihr beschrie-
ben worden ist, versteht es sich, dass die vorliegende
Erfindung nicht auf die bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele und Aufbauten beschréankt ist. Die vorliegen-
de Erfindung ist dazu gedacht, verschiedene Ausge-
staltungs- und Aquivalenzanordnungen abzudecken.
Weiterhin sind, obgleich verschiedene Kombinatio-
nen und Aufbauten, welche bevorzugt sind, beschrie-
ben worden sind, andere Kombinationen und Aufbau-
ten, die mehr, weniger oder lediglich ein einzelnes
Element beinhalten, ebenso innerhalb des Umfangs
der vorliegenden Erfindung.

[0107] Eine zuvor beschriebene erfindungsgemalie
Halbleitervorrichtung weist ein Halbleitersubstrat, ei-
nen Flusssensor, der eine erste Erwarmungseinrich-
tung aufweist, zum Erfassen einer Flussrate von Flu-
id und einen Feuchtigkeitssensor zum Erfassen ei-
ner Feuchtigkeit des Fluids auf. Der Flusssensor und
der Feuchtigkeitssensor sind auf dem Halbleitersub-
strat angeordnet. Der Flusssensor ist um den Feuch-
tigkeitssensor angeordnet. Der Feuchtigkeitssensor
ist auf einer vorgelagerten Seite der ersten Erwar-
mungseinrichtung angeordnet. Da die Vorrichtung
den Feuchtigkeitssensor beinhaltet, wird Feuchtigkeit
in dem Fluid derart kompensiert, dass eine Erfas-
sungsgenauigkeit der Flussrate verbessert wird.

Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung, die aufweist:
ein Halbleitersubstrat (110);
einen Flusssensor (120), der eine erste Erwdrmungs-
einrichtung (121, 122) aufweist, zum Erfassen einer
Flussrate von Fluid;
einen Feuchtigkeitssensor (130) zum Erfassen einer
Feuchtigkeit des Fluids;
einen Schaltungsteil (140);
ein Harzverkapselungselement (190); und
einen Polymerfilm (200) zum Erhdhen einer Haft-
festigkeit zwischen dem Halbleitersubstrat (110) und
dem Harzverkapselungselement (190), wobei
der Schaltungsteil (140), der Flusssensor (120) und
der Feuchtigkeitssensor (130) auf dem Halbleitersub-
strat (110) angeordnet sind,
der Flusssensor (120) um den Feuchtigkeitssensor
(130) angeordnet ist,
der Feuchtigkeitssensor (130) entlang einer Fluss-
richtung des Fluids an den Flusssensor (120) an-
grenzt,
der Feuchtigkeitssensor (130) auf einer stromaufwar-
tigen Seite der ersten Erwarmungseinrichtung (121,
122) angeordnet ist,
der Feuchtigkeitssensor (130) an den Schaltungsteil
(140) angrenzend angeordnet ist,
der Feuchtigkeitssensor (130) einen feuchtigkeits-
empfindlichen Film (133) beinhaltet,
der Schaltungsteil (140) mit dem Harzverkapselungs-
element (190) verkapselt ist,
der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) und der Po-
lymerfilm (200) aus einem gleichen Material beste-
hen, und
der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) und der Po-
lymerfilm (200) integral ausgebildet sind.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
der Feuchtigkeitssensor (130) und der Flusssensor
(120) Uber den Schaltungsteil (140) Erfassungssi-
gnale ausgeben,
der Schaltungsteil (140) an einem Verbindungsab-
schnitt mit einem externen Anschluss (160) gekoppelt
ist,
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das Harzverkapselungselement (190) einen Teil des
Substrats (110) bedeckt, wobei der Teil den Verbin-
dungsabschnitt beinhaltet und nicht den Feuchtig-
keitssensor (130) und den Flusssensor (120) beinhal-
tet,

der Polymerfilm (200) teilweise zwischen dem Teil
des Substrats (110) und dem Harzverkapselungsele-
ment (190) angeordnet ist,

der Feuchtigkeitssensor (130) weiter ein Paar von
Elektroden (131, 132) beinhaltet,

das Paar von Elektroden (131, 132) aus einem leit-
fahigen Material besteht und auf dem Substrat (110)
angeordnet ist,

der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) auf dem
Substrat (110) angeordnet ist und zwischen dem Paar
von Elektroden (131, 132) angeordnet ist, und

der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) eine relati-
ve Dielektrizitatskonstante oder eine Impedanz auf-
weist, welche in Ubereinstimmung mit einer Feuch-
tigkeitsdnderung anderbar ist.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei
der Polymerfilm (200) vollstandig mit dem Harzver-
kapselungselement (190) bedeckt ist.

4. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 3, wobei
der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) aus Polyimid
besteht,
das Polyimid eine Mehrzahl von Molekularketten zum
Vorsehen einer Maschenstruktur aufweist, und
beide Enden von jeder Kette verbunden sind.

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 4, die weiterhin aufweist:
eine zweite Erwarmungseinrichtung (116) zum Er-
warmen des Feuchtigkeitssensors (130), wobei
die zweite Erwarmungseinrichtung (116) auf dem
Substrat (110) angeordnet ist,
die ersten und zweiten Erwarmungseinrichtungen
(121, 122, 116) durch einen gleichen Draht vorgese-
hen sind, und
die ersten und zweiten Erwarmungseinrichtungen
(121, 122, 116) integral ausgebildet sind.

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, wobei
das Substrat (110) weiterhin einen ersten Abschnitt
(111) einer niedrigen Warmeleitfahigkeit und einen
zweiten Abschnitt (118) einer niedrigen Warmeleitfa-
higkeit aufweist,
der erste Abschnitt (111) einer niedrigen Warmeleitfa-
higkeit unter der ersten Erwadrmungseinrichtung (121,
122) angeordnet ist,
der zweite Abschnitt (118) einer niedrigen Warmeleit-
fahigkeit unter dem Feuchtigkeitssensor (130) ange-
ordnet ist,
jeder der ersten und zweiten Abschnitte (111, 118)
einer niedrigen Warmeleitfahigkeit eine Warmeleitfa-
higkeit aufweist, die niedriger als eine Warmeleitfa-

higkeit von anderen Teilen des Halbleitersubstrats
(110) ist,

der erste Abschnitt (111) einer niedrigen Warmeleit-
fahigkeit eine erste Tiefe in einer Dickenrichtung des
Halbleitersubstrats (110) aufweist,

der zweite Abschnitt (118) einer niedrigen Warmeleit-
fahigkeit eine zweite Tiefe in der Dickenrichtung des
Halbleitersubstrats (110) aufweist, und

die erste Tiefe zu der zweiten Tiefe unterschiedlich
ist.

7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 6, wobei je-
der der ersten und zweiten Abschnitte (111, 118) ei-
ner niedrigen Warmeleitfahigkeit durch eine Konkavi-
tat des Substrats (110) vorgesehen ist.

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 6, wobei je-
der der ersten und zweiten Abschnitte (111, 118) ei-
ner niedrigen Warmeleitfahigkeit durch ein pordses
Siliziumteil (210) des Substrats (110) vorgesehen ist.

9. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, wobei
das Substrat (110) weiterhin einen ersten Abschnitt
(111) einer niedrigen Warmeleitfahigkeit und einen
zweiten Abschnitt (118) einer niedrigen Warmeleitfa-
higkeit aufweist,
der erste Abschnitt (111) einer niedrigen Warmeleitfa-
higkeit unter der ersten Erwarmungseinrichtung (121,
122) angeordnet ist,
der zweite Abschnitt (118) einer niedrigen Warmeleit-
fahigkeit unter dem Feuchtigkeitssensor (130) ange-
ordnet ist,
jeder der ersten und zweiten Abschnitte (111, 118)
einer niedrigen Warmeleitfahigkeit eine Warmeleitfa-
higkeit aufweist, die niedriger als eine Warmeleitfa-
higkeit von anderen Teilen des Halbleitersubstrats
(110) ist,
einer der ersten und zweiten Abschnitte (111, 118) ei-
ner niedrigen Warmeleitfahigkeit durch eine Konkavi-
tat des Substrats (110) vorgesehen ist, und
der andere der ersten und zweiten Abschnitte (111,
118) einer niedrigen Warmeleitfahigkeit durch ein po-
roses Siliziumteil (210) des Substrats (110) vorgese-
hen ist.

10. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspru-
che 5 bis 9, wobei die erste Erwdrmungseinrichtung
(121, 122) eine erste Breite aufweist, welche zu ei-
ner zweiten Breite der zweiten Erwarmungseinrich-
tung (116) unterschiedlich ist.

11. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspru-
che 1 bis 10, wobei
der Flusssensor (120) und der Feuchtigkeitssensor
(130) auf einer gleichen Seite des Halbleitersubstrats
(110) angeordnet sind,
das Substrat (110) weiterhin eine Vertiefung (114)
aufweist, welche zwischen der ersten Erwdrmungs-
einrichtung (121, 122) und dem Feuchtigkeitssensor
(130) angeordnet ist, und
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die Vertiefung (114) eine vorbestimmte Tiefe in einer
Dickenrichtung des Substrats (110) aufweist.

12. Halbleitervorrichtung, die aufweist:
ein Halbleitersubstrat (110);
einen Flusssensor (120) zum Erfassen einer Flussra-
te von Fluid;
einen Feuchtigkeitssensor (130) zum Erfassen einer
Feuchtigkeit des Fluids; eine Harzform (190) zum
Verkapseln eines Teils des Halbleitersubstrats (110);
einen Leiteranschluss (160), von dem ein Teil in der
Harzform (190) verkapselt ist;
einen Schaltungsteil (140), der auf dem Halbleiter-
substrat (110) angeordnet ist; und
einen Polymerfilm (200) zum Erhdhen einer Haftfes-
tigkeit zwischen dem Halbleitersubstrat (110) und der
Harzform (190), wobei
der Flusssensor (120) und der Feuchtigkeitssensor
(130) derart auf einem anderen Teil des Halbleiter-
substrats (110) angeordnet sind, dass der Flusssen-
sor (120) und der Feuchtigkeitssensor (130) nicht mit
der Harzform (190) bedeckt sind,
der Feuchtigkeitssensor (130) entlang einer Fluss-
richtung des Fluids an den Flusssensor (120) an-
grenzt,
der Feuchtigkeitssensor (130) auf einer stromaufwar-
tigen Seite der ersten Erwdrmungseinrichtung (121,
122) angeordnet ist,
das Halbleitersubstrat (110) eine Konkavitat (111,
118) aufweist,
die Konkavitat (111, 118) dem Feuchtigkeitssensor
(130) und dem Flusssensor (120) gegenuberliegend
angeordnet ist,
der Feuchtigkeitssensor (130) und der Flusssensor
(120) derart mit dem Schaltungsteil (140) gekoppelt
sind, dass der Feuchtigkeitssensor (130) und der
Flusssensor (120) tber den Schaltungsteil (140) Er-
fassungssignale ausgeben,
der Schaltungsteil (140) mit einem Draht (170) mit
dem Leiteranschluss (160) gekoppelt ist,
die Harzform (190) einen Verbindungsabschnitt zwi-
schen dem Schaltungsteil (140) und dem Draht (170)
verkapselt,
der Schaltungsteil (140) mit dem Harzkorper (190)
verkapselt ist,
der Feuchtigkeitssensor (130) an den Schaltungsteil
(140) angrenzt,
der Feuchtigkeitssensor (130) einen feuchtigkeits-
empfindlichen Film (133) aufweist,
der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) und der Po-
lymerfilm (200) aus einem gleichen Material beste-
hen, und
der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) und der Po-
lymerfilm (200) integral ausgebildet sind.

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12, wobei
der Polymerfilm (200) teilweise zwischen dem Sub-
strat (110) und der Harzform (190) angeordnet ist,
der Feuchtigkeitssensor (130) weiter ein Paar von
Elektroden (131, 132) aufweist,

das Paar von Elektroden (131, 132) aus einem leit-
fahigen Material besteht und auf dem Substrat (110)
angeordnet ist,

der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) auf dem
Substrat (110) angeordnet ist und zwischen dem Paar
von Elektroden (131, 132) angeordnet ist, und

der feuchtigkeitsempfindliche Film (133) eine relati-
ve Dielektrizitatskonstante oder eine Impedanz auf-
weist, welche in Ubereinstimmung mit einer Feuch-
tigkeitsanderung anderbar ist.

14. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 2 bis 11 oder 13, wobei
das Paar von Elektroden (131, 132) des Feuch-
tigkeitssensors ein Paar von Erfassungselektroden
(131, 132) bereitstellt,
der Feuchtigkeitssensor (130) weiter ein Paar von
Referenzelektroden (134, 135) aufweist, und
die Erfassungselektroden (131, 132) auf einer Schal-
tungsseite der Referenzelektroden (134, 135) ange-
ordnet sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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